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(54) Verfahren zur Herstellung eines Mlkrotransponders 



(57) Bei einem Verfahren zum Herstellen eines 
Mlkrotransponders wird zunSchst eine Antennenmetalli- 
sierung (12) mit einem ersten (16) und einem zweiten 
(18) AnschluBende auf eine Tragersubstrat (10) aufge- 
bracht, urn ein erstes Modul zu bilden. Eine Verbin- 
dungsmetallisierung (2, 4) wird auf eine flexible 
Tragerfolie (6) aufgebracht, woraufhin ein Schaltungs- 
chip (8) mrt einer ersten und einer zweiten AnschluBf la- 
che auf die Verbindungsmetallisierung (2, 4) 
aufgebracht wird, derart, daB zumindest die erste 
AnschluBfiache des Schaitungschips (8) mit der Verbin- 
dungsmetallisierung (2, 4) elektrisch leitfdhig verbun- 
den wird. Die flexible Tragerfolie (6) mit dem darauf 
angebrachten Schaltungschip (8) stellt ein zweites 
Modul dar. Das erste und das zweite Modul werden 
nachfolgend derart verbunden, da 8 die Verbindungs- 
metallisierung (2, 4) mit dem ersten AnschluBende der 
Antennenmetallisierung (12) elektrisch leitfdhig verbun- 
den wird, und das die zweite AnschluBf iache des Schai- 
tungschips (8) mit dem zweiten AnschluBende der 
Antennenmetallisierung (12) elektrisch leitfdhig verbun- 
den wird. AbschlieBend werden Randbereiche der f lexi- 
blen Trdgerfolie (6) mit benachbarten Bereichen des 
Tragersubstrats (10) verbunden, urn zumindest den 
Schaltungschip (8) einzukapseln. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren zum Herstellen eines Mikrotransponders, 
und insbesondere eines solchen Mikrotransponders, 
der einen Schaltungschip aufweist, der die Transpond- 
erelektronik enthait, und der ferner eine Spulenmetalli- 
sierung besitzt, die als Antenne wirksam ist. 
[0002] Durch die EntwicWung kontaktbehafteter 
und kontaktloser Chipkarten hat sich ein vOltig neuer 
und schnell wachsender Markt fur elektronische Mikro- 
Systeme ergeben. Integrierte Schaltungen werden nun- 
mehr nicht mehr lediglich in GroBgerate Oder auch 
Handsysteme eingebaut, sondern sozusagen "nackt" in 
Chipkarten. Eine konsequente WeiterentwicWung fOhrt 
zur sogenannten "Wegwerfelektronik", deren erster Ver- 
treter die Telefonkarte war. Neuere Anwendungsgebiete 
fur diese sogenannte "Wegwerfelektronik" sind elektro- 
nische Etiketten, die preisgunstige Chips bzw. Mikromo- 
dule in preisgunstigen Okologisch akzeptierten Tragern 
erfordern. Den einfachsten Fall eines elektronischen 
Etiketts wurde die Einbettung eines kontaktlosen 
Moduls, das aus einer integrierten Schaltung und einer 
Antennenspule besteht, zwischen zwei Papieren dar- 
stellen. 

[0003] Transpondermodule fur elektronische Etiket- 
ten sind aus den Patent Abstracts of Japan, VerOffentli- 
chungsnummer 09297535A zu der japanischen 
Anmeldung 08109052 und den Patent Abstracts of 
Japan, VerGffentlichungsnummer 092931 30A zu der 
japanischen Anmeldung 08109051 offenbart. Bei den in 
den oben genannten Schriften beschriebenen elektroni- 
schen Etiketten ist ein integrierter Schaltungschip 
zusammen mit einer Antenne in ein filmartiges Harz 
eingegossen. Dieses filmartige Harz wird dann in eine 
Metallform eingebracht, in der ein auBeres Harz um das 
filmartige Harz herumgegossen wird. 
[0004] Die Patent Abstracts of Japan, VerOffentli- 
chungsnummer 0901 98481 A zu der japanischen 
Anmeldung 08005845 offenbaren ein elektronisches 
Etikett, bet dem ein Schaltungschip und eine Antenne 
vom Schlerfentyp auf ein Substrat aufgebracht sind. 
wobei das auBere Ende der Antenne Qber eine Uber- 
bruckungsmetallisierung, die Qber die Windungen der 
Antenne gefuhrt ist und von denselben mittels einer iso- 
lierenden Harzschicht getrennt ist, mit einem AnschluB 
auf der integrierten Schaltung verbunden ist. 
[0005] In den Patent Abstracts of Japan, VerOffentli- 
chungsnummer 0821 6573A zu der japanischen Anmel- 
dung 07021785 ist eine kontaktfreie IC-Karte 
beschrieben, die einen Schaltungschip und einen 
Antennenabschnitt aufweist. Der Schaltungschip ist auf 
einem Schaltungsabschnitt, der auf einem Polyesterfilm 
vorgesehen ist, angebracht, wobei auch der Antennen- 
abschnitt auf dem Polyesterfilm gebildet ist. Mittels 
einer Haftschicht ist ein zweiter Polyesterfilm, der den 
Schaltungschip einbettet, auf dem ersten Polyesterfilm 
gebildet. Daruberhinaus ist ein drifter Polyesterfilm mit- 



tels einer weiteren Haftschicht auf der Oberfiache des 
zweiten Polyesterf ilms angebracht. 
[0006] In der DE 19639902 A1 sind kontaktlose 
Chipkarten und Verfahren zur Herstellung derselben 

5 beschrieben. Die dort beschriebenen Chipkarten wei- 
sen einen elektrisch isolierenden, einstuckigen Karten- 
kdrper auf, der eine oder mehrere Aussparungen auf 
einer Seite desselben besitzt. Ferner ist ein Leiterbahn- 
muster auf der Oberfiache des KartenkOrpers vorgese- 

10 hen, wobei die Leiterbahnen direkt auf Oberfiachen- 
bereichen der mit wenigstens einer Aussparung verse- 
henen KartenkOrperseite angebracht sind, wobei in den 
Aussparungen ein oder mehrere Chips, die mit wenig- 
stens einer der Leiterbahnen kontaktiert sind, angeord- 

75 net sind. 

[0007] Eine Ubersicht bekannter Verfahren zum 
Aufbringen von integrierten Schaltungschips auf einem 
Substrat, beispielsweise durch ein Flip-Chip-Verfahren, 
ist bei H. Reichl u.a.: Packaging-Trends: High-Tech im 

20 Kleinstformat, Elektronik 12/1998 (oder SMT Numberg 
98, Conference Proceedings), zu f inden. 
[0008] Ausgehend von diesem genannten Stand 
der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Auf- 
gabe zugrunde, ein preisgunstiges Verfahren zu schaf- 

25 fen, das die Herstellung von ultraflachen Mikro- 
transpondern, die beispielsweise fur elektronische Eti- 
ketten geeignet sind, ermGglicht. 
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren 
gemaB Anspruch 1 gelOst. 

30 [0010] Die vorliegende Erf indung schafft ein Verfah- 
ren zum Herstellen eines Mikrotransponders, wobei 
zunachst eine Antennenmetallisierung mit einem ersten 
und einem zweiten AnschluBende auf ein Tragersub- 
strat aufgebracht wird. Ferner wird eine Verbindungs- 

35 metallisierung auf eine flexible Trdgerfolie aufgebracht, 
wobei nachfolgend ein Schaltungschip mit einer ersten 
und einer zweiten AnschluBf lache auf die Verbindungs- 
metallisierung derart aufgebracht wird, daB zumindest 
die erste AnschluBfldche des Schaltungschips mit der 

40 Verbindungsmetallisierung elektrisch leitfahig verbun- 
den wird. Im AnschluB werden das Tragersubstrat und 
die Tragerfolie derart zusammengefQgt, daB die Verbin- 
dungsmetallisierung mit dem ersten AnschluBende der 
Antennenmetallisierung elektrisch leitfahig verbunden 

45 wird, und daB die zweite AnschluBfldche des Schal- 
tungschips mit dem zweiten AnschluBende der Anten- 
nenmetallisierung elektrisch leitfahig verbunden wird. 
Randbereiche der f lexiblen Trdgerfolie werden dann mit 
benachbarten Bereichen des Tragersubstrats verbun- 

50 den, um zumindest den Schaltungschip einzukapseln. 
[0011] Die vorliegende Erfindung schafft somit ein 
Verfahren zum Herstellen eines Mikrotransponders, bei 
dem zunachst zwei Module gebildet werden, die im letz- 
ten Schrrtt zusammengesetzt werden. Das erste Modul 

55 besteht aus einem Tragersubstrat, das beispielsweise 
aus Kunststoff oder Papier bestehen kann, auf dem die 
Antennenmetallisierung, d.h. die Spule, ausgebildet 
wird. Das zweite Modul besteht aus einer dunnen Tra- 
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gerfolie, die vorzugsweise aus Kunststoff besteht, auf 
die eine Oder mehrere Verbindungsmetallisierungen 
und der Schaltungschip aufgebracht sind. Diese beide 
Module werden dann derart zusammengefQgt, daft die 
fGr die elektrischen Verbindungen zwischen der Spule 
und dem Schaltungschip notwendigen Kontaktierungen 
realisiert werden. Die Tragerfolie wird dann verwendet, 
urn den Schaltungschip und optional weitere Bereiche 
der Spulenmetallisierung bzw. der Verbindungsmetalli- 
sierungen einzukapseln, indem Randbereiche der Tra- 
gerfolie mit benachbarten Bereichen des 
TrSgersubstrats durch VerschweiBen Oder VerWeben 
verbunden werden, so daft insbesondere der Schal- 
tungschip vor externen Einflussen geschQtzt werden 
kann. 

[0012] GemdB der vorliegenden Erfindung kOnnen 
die beiden Module zunachst getrennt voneinander pro- 
zessiert werden, so daB bei der Prozessierung des 
einen Moduls jeweils keine Rucksicht auf das andere 
Modul genommen werden muB. Die beiden Module 
kOnnen dann derart zusammengefQgt werden, daB 
beim Zusammenfugen sfimtliche notwendigen elektri- 
schen Verbindungen hergestellt werden. Lediglich bei 
einigen Ausfuhrungsbeispielen notwendige Durchkon- 
taktierungen durch das Trdgersubstrat sind in einem 
getrennten Schritt vor Oder nach dem Zusammenfugen 
der beiden Module auszufuhren. Die dunne Trdgerfolie, 
die zum einen zum Handhaben des Schaltungschips 
und der Verbindungsmetallisierung dient, wird erfin- 
dungsgemaB nach dem Zusammenfugen der beiden 
Module verwendet, urn zumindest den Schaltungschip 
und vorzugsweise uberdies die Bereiche, in denen die 
Verbindung zwischen der Verbindungsmetallisierung 
und der Antennenmetallisierung realisiert sind, einzu- 
kapseln, indem Randbereiche dieser diinnen Tr&gerfo- 
lie mit dem TrSgersubstrat verschweiBt Oder verWebt 
werden. Dieses Einkapseln wird vorzugsweise im 
Vakuum Oder unter Verwendung eines Schutzgas 
durchgefuhrt, urn den EinschluB mOglicherweise scha- 
digender Substanzen zu verhindern. 
[0013] Ausfuhrungsbeispiele und Weiterbildungen 
der vorliegenden Erfindung sind in den abhangigen 
Anspruchen def iniert. 

[001 4] Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorlie- 
genden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend 
auf die beiliegenden Zeichnungen, in denen gleiche 
Eiemente jeweils mit gleichen Bezugszeichen bezeich- 
net sind, naher eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1a) bis le) eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines ersten 
Ausfuhrungsbeispiels des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens; 

Fig. 2a) bis 2d) eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines zweiten 
Ausfuhrungsbeispiels des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens; 



10 



15 



20 



25 



Fig. 3a) bis 3e) eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines dritten 
Ausfuhrungsbeispiels des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens; 

Fig. 4a) bis 4e) eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines vierten 
Ausfuhrungsbeispiels der vorlie- 
genden Erfindung; 

Fig. 5a) bis 5e) eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines funften 
Ausfuhrungsbeispiels der vorlie- 
genden Erfindung; 

Fig. 6a) bis 6c) eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines sechsten 
Ausfuhrungsbeispiels des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens; 

Fig. 7a) bis 7c) eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines siebten 
Ausfuhrungsbeispiels des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens. 



[001 5] Bezugnehmend auf Fig. 1 wird nun das erste 
Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens naher eriautert. Wie oben dargelegt wurde, wer- 
den bei dem erfindungsgemaBen Verfahren zur 

30 Herstellung eines Mikrotransponders zunachst zwei 
voneinander getrennte Module erzeugt. Das erzeugte 
erste Modul ist in Fig. 1a) gezeigt. Zur Erzeugung die- 
ses ersten Moduls, das auch als Schaltungschipmodul 
bezeichnet werden kann, werden bei diesem Ausfuh- 

35 rungsbeispiel zunachst eine erste Verbindungsmetalli- 
sierung 2 und eine zweite Verbindungsmetallisierung 4 
auf eine dunne Haitefblie 6, die vorzugsweise aus 
Kunststoff besteht, aufgebracht. Auf die Verbindungs- 
metallisierung 2 und 4 wird dann ein Schaltungschip 8 

40 aufgebracht. Der Schaltungschip 8 enthait die fur den 
Mikrotransponder erforderliche integrierte Schaltung 
und besitzt auf Oder in einer Hauptoberf lache desselben 
zwei AnschluBfiachen, die fur den Betrieb des Mikro- 
transponders mit jeweiligen AnschluBenden einer Spu- 

45 lenantennenmetallisierung verbunden werden mussen. 
Der Schaltungschip 8 wird derart auf die Verbindungs- 
metallisierung 2 aufgebracht. daB die erste AnschluB- 
flache desselben mit der ersten Verbindungs- 
metallisierung 2 elektrisch leitfahig verbunden wird, 

so wahrend die zweite AnschluBf lache desselben mit der 
Verbindungsmetallisierung 4 elektrisch leitfahig verbun- 
den wird. Somit ergibt sich der in Fig. 1a) dargestellte 
Aufbau des ersten Moduls. 

[001 6] Dieses erste Modul wird aus extrem dunnen 
55 Materialien hergestellt. Dies ist wichtig, da sich der 
Schaltungschip 8 mit der Haltefolie 6 nach dem Fertig- 
stellen des Mikrotransponders nicht merkbar von einem 
Tragersubstrat, auf dem die Spulenmetallisierung ange- 
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ordnet ist, abheben soli. Der Schaltungschip und die 
Folie besitzen vorzugsweise eine Dicke von weniger als 
50*im. 

[0017] Die Verbindungsmetallisierungen 2 und 4, 
die beispielsweise aus Al, Cu und dergleichen bestehen s 
kGnnen, kGnnen durch beliebige Verfahren auf die Folie 
aufgebracht werden, beispielsweise durch eine 
Kaschierung und nachfolgende Strukturierung, ein Auf- 
dampfen oder ein Aufsputtern und eine nachfolgende 
Strukturierung, oder alternativ ein Aufdampfen oder 10 
Sputtern unter Verwendung einer Schattenmaske, urn 
bereits strukturierte Leitungen aufzubringen. Die Ver- 
bindungsmetallisierungen kGnnen eine Dicke von weni- 
ger als einem fim aufweisen, da die Leiterbahnen der 
Verbindungsmetallisierungen kurz und breit gestaltet is 
werden kGnnen. Nach Fertigstellung der Verbindungs- 
metallisierungen 2 und 4 wird der Schaltungschip 8 auf 
den Kontaktbereichen der Verbindungsmetallisierungen 
plaziert und elektrisch leitfahig mit denselben verbun- 
den, was beispielsweise durch Thermokompression, 20 
LeitWeber, anisotrope LeitWeber oder Ultraschallkom- 
pression durchgefuhrt werden kann. 
[0018] In Fig. 1b) ist das zweite Modul dargestellt, 
das aus einem Tragersubstrat 10 und einer auf eine 
Hauptoberfiache des Tragersubstrats 10 aufgebrachten 25 
Antennenmetallisierung 12 besteht. Das Tragersubstrat 
kann beispielsweise aus Kunststoff oder Papier beste- 
hen. Die Antennenmetallisierung 12, die die Form einer 
Spule aufweist, kann wiederum durch beliebige 
bekannte Verfahren auf dem Tragersubstrat 1 0 gebildet 30 
werden. Beispielsweise kann die Spulenmetallisierung 
durch Atzen einer Kaschierung gebildet werden. Alter- 
nativ kann auf dem Tragersubstrat 1 0 ein Draht zu einer 
Spule gelegt werden. wiederum alternativ kann das Tra- 
gersubstrat 10 mit einem Metail, beispielsweise Cu, Al 35 
und dergleichen, bedampft und nachfolgend strukturiert 
werden. Um eine adaquate Dicke der Spulenmetallisie- 
rung 12 zu erreichen, kann die aufgedampfte Metallisie- 
rung nachfolgend mittels eines galvanischen 
Verfahrens verstarkt werden. Wie ferner in Fig. 1b) 40 
gezeigt ist, wird in einem Bereich der Spulenmetallisie- 
rung 12 eine lokale diinne Isolationsschicht 14, bei- 
spielsweise mittels eines Druckprozesses, erzeugt. 
Diese lokale Isolationsschicht wird in dem Bereich 
erzeugt, auf dem spater die zweite Verbindungsmetalli- 45 
sierung 4 zu liegen kommt, um dadurch einen Kurz* 
schluB zwischen der zweiten Verbindungs- 
metallisierung 4 und der Spulenmetallisierung 12 zu 
verhindern. 

[001 9] Es sei an dieser Stelle bemerkt, daB alterna- so 
tiv zu dem Aufbringen der Isolationsschicht 14 auf die 
Spulenmetallisierung 12 diese lokale Isolationsschicht 
auch auf entsprechenden Bereichen des ersten Moduls 
gebildet werden kOnnte, beispielsweise durch einen 
entsprechenden DruckprozeB oder eine Oberfldchen- ss 
oxidation der Metallisierung. Da die Leitungen des 
ersten Moduls sehr dunn sind, im Vergleich zu der 
Antennenmetallisierung, die eine Dicke von beispiels- 



weise 4 bis 30 um aufweisen kann, kann es gunstiger 
sein, die Isolationsschicht auf dem ersten Modul, das in 
Fig. 1a) gezeigt ist, auszubilden. Die Isolationsschicht 
14 kann aus einem Acryltack mit einer Dicke von 0,2 bis 
2 um bestehen, wobei dieser Acryllack dann lokal an 
den spateren Kontaktstellen entfernt wird, was durch 
einen thermischen ProzeB geschieht. Wird die lokale 
Isolationsschicht auf dem ersten Modul gebildet, kann 
dies vor oder nach dem Aufbringen des Schaltungs- 
chips 8 auf die Verbindungsmetallisierungen 2 und 4 
erfolgen. 

[0020] In einem nachfolgenden Schritt, werden nun 
das erste Modul und das zweite Modul zusammenge- 
fugt, wie in Fig. 1c) gezeigt ist. Dabei wird die erste 
Verbindungsmetallisierung 2 mit einem ersten 
AnschluBende 16 der Antennenmetallisierung 12 elek- 
trisch leitfahig verbunden, wahrend die zweite Verbin- 
dungsmetallisierung 4 mit einem zweiten AnschluBende 
18 der Antennenmetallisierung elektrisch leitfahig ver- 
bunden wird. Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel ergibt sich hierbei eine isoplanare 
Kontaktierung. Wie in Fig. 1d) gezeigt ist, wird nachfol- 
gend die Tragerfolie 6 an den Randern derselben mit 
dem Tragersubstrat 10 derart verbunden, daB bei dem 
dargestellten Ausf uhrungsbeispiel der Schaltungschip 8 
sowie die Verbindungsbereiche zwischen Antennenme- 
tallisierung und Verbindungsmetallisierung eingekap- 
selt werden. Dies kann, wie in Fig. 1d) gezeigt ist, 
erreicht werden, in dem die Rdnder der dunnen Trager- 
folie 6 zu dem Tragersubstrat 10 hin gebogen werden, 
und nachfolgend die an das Tragersubstrat 10 anliegen- 
den Bereiche 20 der Folie mit dem Tragersubstrat 10 
verschweiBt oder verWebt werden. Somit kann gemaB 
der vorliegenden Erf indung in einfacher Weise eine Ein- 
kapselung des Schaltungschips so wie bei dem darge- 
stellten Ausfuhrungsbeispiel der Verbindungsstellen 
bewirkt werden, um einen Schutz vor externen Einflus- 
sen zu ermOglichen. Dieser VerbindungsprozeB zwi- 
schen Tragerfolie 6 und Tragersubstrat 10 wird 
vorzugsweise im Vakuum durchgefuhrt. 
[0021] Eine Draufsicht auf das mittels des obigen 
Verfahrens hergestellten Mikrotransponders ist in Rg. 
1 e) dargestellt. Dabei ist in dieser Draufsicht insbesond- 
ere der Verlauf der Verbindungsmetallisierungen 2 und 
4 und die Anordnung der Isolationsschicht 14 zu erken- 
nen. 

[0022] In Fig. 2 ist schematisch ein zweites Ausfuh- 
rungsbeispiel des erf indungsgemaBen Herstellungsver- 
fahrens dargestellt. Das in Fig. 2 gezeigte Verfahren 
errtspricht im wesentlichen dem bezugnehmend auf Fig. 
1 beschriebenen Verfahren, wobei jedoch in dem Tra- 
gersubstrat 10 eine Ausnehmung 30 vorgesehen ist, in 
die der Schaltungschip 8 bei Zusammenfugen des 
ersten und des zweiten Moduls eingebracht wird. Die 
Aussparung 30 kann mittels beliebiger bekannter Ver- 
fahren in dem Tragersubstrat 10 gebildet werden. Da 
die Haltefolie 6 und die auf demselben vorgesehene 
dunne Verbindungsmetallisierung 2 flexibel sind, ergibt 
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sich der bei 32 in Fig. 2c) gezeigte Verlauf der Haltefolie 
6. Ein Vorteil dieses Ausfuhrungsbeispiels des 
erfindungsgemaBen Verfahrens iiegt darin, daft durch 
die Ausnehmung 30 ein verbesserter Schutz des Schal- 
tungschips 8 mOglich ist und ferner derselbe besser 5 
fixiert werden kann. Wiederum werden die Randberei- 
che der Haltefolie 6 mit benachbarten Bereichen des 
Tragersubstrats 10 verklebt oder verschweiBt, urn eine 
Einkapselung des Schaftungschips zu erreichen. 
[0023] In Fig. 3 ist ein drittes Ausfuhrungsbeispiel 10 
des erfindungsgemaBen Verfahrens schematised dar- 
gestellt. In Fig.3a) ist das zweite Modul dargestelit, das 
dem oben beschriebenen zweiten Modul entspricht. In 
Fig.3b) ist das erste Modul dargestelit, das ebenfalls 
dem oben beschriebenen ersten Modul entspricht. Im 15 
Unterschied zu den oben beschriebenen Ausfuhrungs- 
beispielen werden das erste und das zweite Modul nun 
jedoch derart zusammengefugt, daB der Schaltungs- 
chip 8 auf der Oberfiache des Tragersubstrats 10 zu lie- 
gen kommt, die der Oberfiache des Tragersubstrats 10 20 
gegenuberliegt, auf der die Antennenmetallisierung 12 
gebildet ist, siehe Fig. 3c). Somit wird bei dem gezeig- 
ten dritten Ausfuhrungsbeispiel gleichzeitig mit dem 
Zusammenfugen des ersten und des zweiten Moduls 
noch keine elektrisch leitfahige Verbindung zwischen 25 
dem ersten und dem zweiten AnschluBende der Anten- 
nenmetallisierung 12 und der ersten und der zweiten 
Verbindungsmetallisierung 2 und 4 bewirkt. Urn diese 
elektrisch leitfahige Verbindung zu realisieren, wird eine 
Durchkontaktierung 40 bzw 42 durchgefuhrt, siehe Fig. 30 
3d). Mittels der Durchkontaktierung 42 wird eine 
elektrisch leitfahige Verbindung zwischen der ersten 
Verbindungsmetallisierung 2 und dem ersten Verbin- 
dungsende 16 der Antennenmetallisierung 12 bewirkt, 
wahrend mittels der Durchkontaktierung 40 eine elek- 35 
trisch leitfahige Verbindung zwischen der zweiten Ver- 
bindungsmetallisierung 4 und dem zweiten 
AnschluBende 18 der Antennenmetallisierung 12 
bewirkt wird. 

[0024] Urn die Durchkontaktierungen zu bewirken, 40 
kOnnen beispielsweise Thermokompressionsverfahren 
verwendet werden. Alternativ k6nnen die Durchkontak- 
tierungen mittels einer Ultraschallkompression, mittels 
SchweiBens oder mittels LOtens erzeugt werden. Es ist 
dabei anzumerken, daB die Durchkontaktierung auch 45 
bereits erzeugt werden kann, wenn die beiden Module 
noch nicht zusammengefugt sind, d.h. in dem Stadium 
des zweiten Moduls, das in Fig. 3a) gezeigt ist, so daB 
beim Zusammenfugen der beiden Module die entspre- 
chenden elektrisch leitfahigen Verbindungen zwischen so 
den Durchkontaktierungen und den Verbindungsmetal- 
lisierungen erzeugt werden. Wie in Fig. 3e) gezeigt ist, 
werden die Randbereiche 20 der Haltefolie wiederum 
mit benachbarten Bereichen des Tragersubstrats 10 
verschweiBt oder verklebt, urn eine Kapselung des 55 
Schaltungschips und bei dem dargestellten AusfQh- 
rungsbeispiel weiterer Bereiche zu erzeugen. 
[0025] Das in Fig. 4 dargestellte vierte Ausfuh- 



rungsbeispiel des erfindungsgemaBen Verfahrens 
unterscheidet sich von dem bezugnehmend auf Fig. 3 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel dadurch, daB in 
der der Antennenmetallisierung 12 gegenuberliegen- 
den Oberfiache des Tragersubstrats 10 eine Ausneh- 
mung 50 gebildet ist, in die der Schaltungschip 8 beim 
Zusammenfugen des ersten und des zweiten Moduls 
eingebracht wird. Wie in Fig. 4c) gezeigt ist, ist dadurch 
eine Isoplanaritdt der Verbindungsmetallisierungen 2 
und 4 mOglich. Wie bei dem Ausfuhrungsbeispiel von 
Fig. 3 werden auch nun Durchkontaktierungen 40, 42 
zur elektrisch leitfahigen Verbindung zwischen den Ver- 
bindungsmetallisierungen 2 und 4 und den ersten und 
zweiten AnschluBenden 16 und 18 der Antennenmetal- 
lisierung 12 erzeugt. Ferner werden auch gemaB dem 
vierten Ausfuhrungsbeispiel die Randbereiche 20 der 
Haltefolie 6 mit benachbarten Bereichen des Tragersub- 
strats 10 verschweiBt, bzw. verklebt, urn eine Kapse- 
lung zu bewirken. 

[0026] Bei dem in Fig. 5 dargestellten Verfahren ist 
nun ein Schaltungschip 60 verwendet, der eine erste 
AnschluBfiache auf einer ersten Hauptoberfiache des- 
selben und eine zweite AnschluBfiache auf einer zwei- 
ten Hauptoberfiache desselben aufweist. Das erste 
Modul, das in Fig. 5a) gezeigt ist, wird nun gebildet, 
indem eine einzelne Verbindungsmetallisierung 62 auf 
eine Haltefolie 6 aufgebracht wird. Auf die Verbindungs- 
metallisierung 62 wird der Schaltungschip 60 aufge- 
bracht, wobei eine elektrisch leitfahige Verbindung 
zwischen der AnschluBfiache des Schaltungschips 60 
und der Verbindungsmetallisierung 62 beispielsweise 
mittels leitfahigen Klebern oder mittels Ldten hergestellt 
wird. 

[0027] In Fig. 5b) ist das zweite Modul dargestelit, 
wobei zur Erzeugung desselben zunachst eine Anten- 
nenmetallisierung 64 auf ein Tragersubstrat 10 aufge- 
bracht wird. Wie in Fig. 5b) gezeigt ist, weist die 
Antennenmetallisierung 64 ein vorzugsweise vergrO- 
Bertes zweites AnschluBende 66 auf. auf das beim 
Zusammenfugen des ersten und zweiten Moduls der 
Schaltungschip 60, der auf der Unterseite desselben 
eine die AnschluBfiache verstarkende Metallisierung 68 
aufweisen kann, aufgebracht wird. Wie bereits bezug- 
nehmend auf Fig. 1 eriautert wurde, wird auch bei dem 
in Fig. 5 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel eine lokale 
Isolationsschicht 70 auf entsprechenden Bereichen der 
Antennenmetallisierung 64 gebildet, urn nachfolgend 
einen KurzschfuB zwischen der Verbindungsmetallisie- 
rung 62 und der Antennenmetallisierung 64 zu verhin- 
dern. 

[0028] Nun wird das erste Modul mit dem zweiten 
Modul verbunden, siehe Fig. 5c), wobei gleichzeitig ein 
Kontakt zwischen der Metallisierung 68, d.h. der zwei- 
ten AnschluBfiache auf der Unterseite des Schaltungs- 
chips 60 und dem zweiten AnschluBende der 
Antennenmetallisierung 66 bewirkt wird, und wobei 
gleichzeitig eine elektrisch leitfahige Verbindung zwi- 
schen der Verbindungsmetallisierung 62 und dem 
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ersten AnschiuBende 72 der Antennenmetallisierung 
64 bewirkt wird. Wie in den Ausschnitten, die in Fig. 5d) 
gezeigt sind, zu erkennen ist, werden auch bei diesem 
Ausfuhrungsbeispiel wiederum die Randbereiche 20 
der Haltefolie 6 mit entsprechenden benachbarten 5 
Bereichen des Tragersubstrats 10 verbunden, d.h. ver- 
schweiBt oder verklebt. In Fig. 5e) ist eine Draufsicht 
des sich ergebenden Mikrotransponders dargesteltt. 
[0029] Bei dem sechsten, schematisch in Fig. 6 
dargesteltten Ausfuhrungsbeispiel des erfindungs- 10 
gemdBen Verfahrens wird wiederum ein erstes Modul 
vorbereitet, daB im wesentlichen dem ersten Modul, 
das in Fig. 5 gezeigt ist, entspricht. Dieses erste Modul 
ist in Fig. 6b) gezeigt. Das zweite Modul unterscheidet 
sich dahingehend von dem bezugnehmend auf Fig. 5 is 
beschriebenen, das in der von der Antennenmetallisie- 
rung 64 abgewandten Hauptoberf Idche des Trdgersub- 
strats 10 eine Ausnehmung 80 gebildet ist, Fig. 6a). Wie 
in Fig. 6c) zu sehen ist, wird beim Zusammenfugen der 
beiden Module bei diesem Ausfuhrungsbeispiel der 20 
Schaltungschip 60 in diese Ausnehmung 80 einge- 
bracht. Zur elektrischen Kontaktierung der auf der 
Oberseite des Schaltungschips angeordneten 
AnschluBfldche desselben, bzw. der metallischen Ver- 
stdrkung 68 mit dem zweiten AnschiuBende 66 der 25 
Antennenmetallisierung 64 ist es notwendig, den ober- 
halb der Ausnehmung 80 angeordneten Steg 82 des 
Trdgersubstrats vorzugsweise mittels eines thermisch 
unterstotzten Verfahrens aufzuldsen, urn eine elektrisch 
leitfdhige Verbindung zwischen der auf der Oberseite 30 
des Schaltungschips 60 angeordneten AnschluBfldche 
und dem zweiten AnschiuBende 66 der Antennenmetal- 
lisierung 64 zu bewirken. Ferner wird eine Durchkontak- 
tierung 84 erzeugt, urn eine elektrisch lertfdhige 
Verbindung zwischen der Verbindungsmetallisierung 62 35 
und dem ersten AnschiuBende 72 der Antennenmetalli- 
sierung 64 zu erzeugen. Auch bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel werden die Render der Haltefolie 6 mit dem 
Trdgersubstrat 10 verklebt Oder verschweiBt, urn eine 
Verkapselung zu erreichen. 40 
[0030] Auch bei dem in Fig. 7 schematisch darge- 
stellten Ausfuhrungsbeispiel wird ein Schaltungschip 60 
mit doppelseitiger Kontaktierung verwendet. Im Unter- 
schied zu dem bezugnehmend auf Fig. 6 beschriebe- 
nen Verfahren ist jedoch nun eine Ausnehmung 90 in 45 
dem Trdgersubstrat 10 vorgesehen, die das Trdgersub- 
strat 10 vollstdndig bis zu dem zweiten AnschiuBende 
66 der Spuienmetallisierung 64 durchdringt. Das wei- 
tere Verfahren zur Herstellung des Mikrotransponders 
gemdB dem in Fig. 7 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel so 
entspricht im wesentlichen dem bezugnehmend auf Fig. 
6 beschriebenen, wobei jedoch nun auf die Wdrmebe- 
handlung zur Beseitigung eines Stegs uber der Ausneh- 
mung 90 verzichtet werden kann, da ein solcher Steg 
nicht vorliegt. Die Obrigen Schritte entsprechen den 55 
bezugnehmend auf Fig. 6 beschriebenen Schritten. 
[0031] Es sei darauf hingewiesen, daB das zweite 
AnschiuBende 66 der Antennenmetallisierung 64 den 



Schaltungschip 60 vollstdndig oder partiell uberdecken 
kann. Ferner kann die Metaliisierung 68 auf dem Schal- 
tungschip 60 denselben vollstdndig oder partiell bedek- 
ken, wobei ferner einem Fachmann War ist, daB 
zwischen der Metaliisierung 68 und dem Schaltungs- 
chip 60 mit Ausnahme der AnschluBfiache des Schal- 
tungschips 60 eine Passivierungsschicht angeordnet 
ist. 

[0032] Die vorliegende Erfindung schafft somit eine 
einfache Technik zur Herstellung eines Mikrotranspon- 
ders, bei der die Herstellung des Antennenmoduls voll- 
stdndig von der Herstellung des Schaltungschipmoduls 
getrennt ist. Das Schaltungschipmodul kann wesentlich 
d tinner ausgefuhrt werden als das Antennenmodul. 
Verschiedene Herstellungstechniken kOnnen zur Her- 
stellung des Antennenmoduls und zur Herstellung des 
Schaltungschipmoduls verwendet werden. Durch eine 
Kapselung des Schaltungschips bzw. eine groBfldchige 
Bedeckung desselben mit einer Metaliisierung ist ein 
guter Lichtschutz mOglich. Die erf indungsgemdBen Ver- 
fahren werden vorzugsweise derart durchgefuhrt, daB 
die einzeinen Module jeweils auf einem Endlosmaterial 
gebildet werden und nachfolgend sequentiell einer Ver- 
arbeitungsstation, in der die Module zusammengefugt 
werden, zugefuhrt werden. Die jeweiligen metallischen 
Schichten kOnnen aus einem ferromagnetischen Mate- 
rial bestehen, urn bei Bedarf eine magnetische Handha- 
bung der einzeinen Module oder auch des 
fertiggestellten Mikrotransponders zu ermOglichen. Das 
dunne Schaltungschipmodul kann zur Handhabung 
durch einen zusdtzlichen Trdger unterstutzt werden, urn 
eine Stabilisierung zu erreichen, wodurch VerwOlbun- 
gen oder sogar ein Aufrollen aufgrund interner mecha- 
nischer Spannungen vermieden werden kann. Das 
Einkapseln des Schaltungschips und weiterer optiona- 
ler Bereiche wird vorzugsweise im Vakuum oder unter 
Zufuhrung eines Schutzgases, beispielsweise eines 
Formiergases, durchgefuhrt. 

Patentanspruche 

1 . Verfahren zum Herstellen eines Mikrotransponders, 
mit folgenden Schritten: 

a) Aufbringen einer Antennenmetallisierung 
(12; 64) mit einem ersten (16; 72) und einem 
zweiten (18; 66) AnschiuBende auf ein Trdger- 
substrat (10); 

b) Aufbringen einer Verbindungsmetallisierung 
(2, 4; 62) auf eine flexible Trdgerfolie (6); 

c) Aufbringen eines Schaltungschips (8; 60) mit 
einer ersten und einer zweiten AnschluBfiache 
auf die Verbindungsmetallisierung (2, 4; 62), 
derart, daB zumindest die erste AnschluBfld- 
che des Schaltungschips mit der Verbindungs- 
metallisierung (2; 62) elektrisch leitfdhig 
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verbunden wird; 

d) Zusammenfugen des Tragersubstrats (10) 
und der Tragerfolie (6), derart, daB die Verbin- 
dungsmetallisierung (2; 62) mit dem ersten s 
AnschluBende (16; 72) der Antennenmetalli- 
sierung (12; 64) elektrisch leitfahig verbunden 
wird, und daB die zweite AnschluBfiache des 
Schaltungschips (8; 60) mit dem zweiten 
AnschluBende (18; 66) der Antennenmetalli- 10 
sierung (12; 64) elektrisch leitfahig verbunden 
wird; und 

e) Verbinden von Randbereichen (20) der f lexi- 
blen Tragerfolie (6) mit benachbarten Berei- 75 
chen des Tragersubstrats (10) zum Einkapseln 
zumindest des Schaltungschips (8; 60). 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , bei dem die Randbe- 
reiche (20) der flexiblen Tragerfolie (6) mit den 20 
benachbarten Bereichen des Tragersubstrats (10) 
verschweiBt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Randbe- 
reiche (20) der flexiblen Tragerfolie (6) mit den 25 
benachbarten Bereichen des Tragersubstrats (10) 
verWebt werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei 
dem im Schritt b) eine erste und eine zweite Verbin- 30 
dungsmetallisierung (2, 4) auf die flexible Tragerfo- 
lie (6) aufgebracht werden, und bei dem im Schritt 

c) der Schaltungschip (8), der die erste und die 
zweite AnschluBfiache auf einer ersten Hauptober- 
ftdche desselben aufweist, derart auf die erste und 35 
die zweite Verbindungsmetaliisierung (2, 4) aufge- 
bracht wird, daB die erste AnschluBfiache mit der 
ersten Verbindungsmetaliisierung (2) elektrisch leit- 
fahig verbunden wird, und daB die zweite 
AnschluBfiache mit der zweiten Verbindungsmetal- 40 
lisierung (4) elektrisch leitfahig verbunden wird, 
wobei die zweite AnschluBfiache im Schritt d) uber 
die zweite Verbindungsmetaliisierung (4) mit dem 
zweiten AnschluBende (18) der Antennenmetalli- 
sierung (12) elektrisch leitfahig verbunden wird. 45 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei 
dem der im Schritt c) aufgebrachte Schaltungschip 
(60) die erste AnschluBfiache auf einer ersten 
Hauptoberf Idche desselben aufweist und die zweite so 
AnschluBfiache auf einer der ersten Hauptoberfia- 
chen gegenuberiiegenden zweiten Hauptoberfia- 
che aufweist. 

6. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem im Schritt d) ss 
die Tragerfolie (6) und das Tragersubstrat (10) der- 
art zusammengefugt werden, daB die Antennen- 

' metallisierung (12) und der Schaltungschip (8) auf 



der gleichen Hauptoberfiache des Tragersubstrats 
(10) angeordnet sind. 

7. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem der Schal- 
tungschip (8) im Schritt d) in eine Ausnehmung (30) 
in der Hauptoberfiache des Tragersubstrats (10), 
auf die die Antennenmetallisierung (12) aufge- 
bracht wurde, eingebracht wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 Oder 7, bei dem eine 
Isolatorstruktur (14) vorgesehen wird, urn die 
zweite Verbindungsmetaliisierung (4) auBer an 
dem zweiten AnschluBende (18) der Antennenme- 
tallisierung (12) von der Antennenmetallisierung 
(12) zu isolieren. 

9. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem im Schritt d) 
die Tragerfolie (6) und das Tragersubstrat (10) der- 
art zusammengefugt werden, daB die Antennen- 
metallisierung (12) und der Schaltungschip (8) auf 
gegenuberiiegenden Hauptoberfiachen des Trager- 
substrats (10) angeordnet sind, wobei die erste und 
die zweite Verbindungsmetaliisierung (2, 4) mittels 
Durchkontaktierungen (40, 42) mit dem ersten und 
dem zweiten AnschluBende (16, 18) der Antennen- 
metallisierung (12) verbunden werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem im Schritt d) 
der Schaltungschip (8) in eine Ausnehmung (50) in 
der Hauptoberfiache des Tragersubstrats (10), die 
der Hauptoberfiache, auf die die Antennenmetalli- 
sierung (12) aufgebracht wurde, gegenuberliegt, 
eingebracht wird, wobei die erste und die zweite 
Verbindungsmetaliisierung (2, 4) mittels Durchkon- 
taktierung (40, 42) mit dem ersten und dem zweiten 
AnschluBende (16, 18) der Antennenmetallisierung 
(12) verbunden werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem im Schritt d) 
die Tragerfolie (6) und das Tragersubstrat (10) der- 
art zusammengefugt werden, daB die Antennen- 
metallisierung (64) und der Schaltungschip (60) auf 
der gleichen Hauptoberfiache des Tragersubstrats 
(10) angeordnet sind. 

12. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem im Schritt d) 
der Schaltungschip (60) in eine Ausnehmung (80; 
90) in der Hauptoberfiache des Tragersubstrats 
(10), die der Hauptoberfiache, auf die die Anten- 
nenmetallisierung (64) aufgebracht wurde, gegen- 
uberliegt, aufgebracht wird, wobei die Verbindungs- 
metaliisierung (62) uber eine Durchkontaktierung 
(84) mit dem ersten AnschluBende (72) der Anten- 
nenmetallisierung (64) verbunden wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, bei 
dem der Schritt e) im Vakuum Oder unter Verwen- 
dung eines Schutzgases durchgefuhrt wird. 



7 



EP 0 992 939 A1 



6 




EP 0 992 939 A1 




EP 0 992 939 A1 



(a) 



Y /7////////////////////// / 




(b) 



12 



(c) 



2 8 




10 



(e) 




// // // // // at// 2y/ 




12 




10 



20 



Fig. 3 



10 



EP 0 992 939 A1 



12 




Fig. 4 



11 



EP 0 992 939 A1 




12 



EP 0 992 939 A1 




EP 0 992 939 A1 



J) 



Europe isches 
Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummer der Anmeldung 

EP 99 11 9373 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorie 



Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit ertordertich. 
der maflgeblichen Teile 



Betrifft 
Anspruch 



KLASSIFIKAUON DER 
ANMELDUNG (lnt.CI.7) 



EP 0 723 244 A (6IESECKE & DEVRIENT GMBH) 
24. Jul i 1996 (1996-07-24) 

* Spalte 6, Zeile 47 - Spalte 7, Zeile 41; 
Abbl ldung 7 * 

EP 0 704 816 A (HUGHES IDENTIFICATION 
DEVICES) 3. April 1996 (1996-04-03) 

* das ganze Dokument * 



G06K19/077 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (lnt.CI.7) 



G06K 



Der voriiegende Recherchenbericrit wurde fur alte Patentanspruche erstellt 



DEN HAAG 



AbscttuOdatum der Recherche 

28. Januar 2000 



Prijter 

Degraeve, A 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet 
8 Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer 
" anderen Verdffentlichung derselben Kategorie 

£ A : technologischer Hintergrund 
£ O : nichtschrirtliche Offenbarung 
P : Zwischenliteratur 



T : derErfindung zugrunde liegende Theorten oder Grundsatze 
E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder 
nach dem Anmeldedatum verorfentiicht worden ist 
O : in der AnmeWung angefOhrtes Dokument 
L : aus anderen GrCinden a ngef unites Dokument 



& : Mrtglied der gleichen Patentfamilie.ubereinstimmendes 
Dokument 



14 



EP 0 992 939 A1 



ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT 
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. 



EP 99 11 9373 



In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angetiihrten 
Patentdokumente angegeben. 

Die Angaben Ober die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am 
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und ertolgen ohne GewShr. 

28-01-2000 



im Recherchenbericht 
angetOhrtes Patentdokument 



Datum der 
Ver6«entlichung 



Mitglied(er) der 
Patenttamilie 



Datum der 
Verattentltchung 



EP 0723244 



24-07-1996 



0E 
EP 
JP 
JP 
US 



4446369 A 
0723245 A 
8340080 A 
8230368 A 
5962840 A 



27-06-1996 
24-07-1996 
24-12-1996 
10-09-1996 
05-10-1999 



EP 0704816 



03-04-1996 



US 
JP 



5541399 A 
8242116 A 



30-07-1996 
17-09-1996 



FQrnahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts. Nr.1 2/82 



15 



